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Arbeitsblatt Transistor-Symbole

Test Transistoren 1

Zeiche in der folgenden Tabelle in die rechte Spalte die Symbole der Transistoren ohne im Ma-
nuskript (aufder am Tag vorher!) nachzusehen. Gib auflerdem an, welche Polaritat die Betriebs-
spannung Ug und die Steuerspannung Ug hat. Die anderen Spalten sind fir spatere "Versuche"
vorgesehen. Dazu einfach die bereits ausgefullte(n) Spalte(n) nach hinten umknicken!

Tip: Gehe moéglichst NICHT der Reihe nach vor, sondern wahle die Zeilen statistisch aus!

Transistor 3. Versuch 2. Versuch 1. Versuch

Ug = Ug = Ug =

npn-Transistor
Ust = Ust = Ust =
Ug = Ug = Ug =

pnp-Transistor
Ust = Ust = Ust =
Ug = Ug = Ug =

n-Kanal J-FET
Ug = Ug = Ug =
Ug = Ug = Ug =

p-Kanal J-FET
Ust = Ust = Ust =
n-Kanal IG-FET ~ |Y8= Us = Ue =
Verarmungstyp Ug = Uy = Uy =
p-Kanal IG-FET U2 = Ve = Ve =
Verarmungstyp Ug = Uy = Uy =
n-Kanal IG-FET Y8 = Us = Ue =
Anreicherungstyp Ug = Uy = Uy =
p-Kanal IG-FET |8 = Us = Us =
Anreicherungstyp Ug = Uy = Uy =
n-Kanal Dual-Gate |Ug = Ug = Us =

IG-FET

(Verarmungstyp) Ust = Ust = Ust =
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Zeiche in der folgenden Tabelle in die rechte Spalte die Symbole der Transistoren ohne im Ma-
nuskript (aufder am Tag vorher!) nachzusehen. Gib auflerdem an, welche Polaritat die Betriebs-
spannung Ug und die Steuerspannung Ug hat. Die anderen Spalten sind fir spatere "Versuche"
vorgesehen. Dazu einfach die bereits ausgefullte(n) Spalte(n) nach hinten umknicken!

Tip: Gehe moéglichst NICHT der Reihe nach vor, sondern wahle die Zeilen statistisch aus!

Transistor 3. Versuch 2. Versuch 1. Versuch
UB = UB = UB =+
npn-Transistor
Ust = Ust = Us=+0,7V
UB = UB = UB = _
pnp-Transistor
Ust= Ust= Ust = —0,7\/
UB = UB = UB =+
n-Kanal J-FET
Ust = USt = Ust = -
UB = UB = UB =_
p-Kanal J-FET
Ug = Ust = Ug =+
n-Kanal IG-FET |3~ Ve = —@
V t
erarmungstyp Ug = Ug = Uy = —
p-Kanal IG-FET |8 = Us = Us =-
Verarmungstyp Ug = Uy = Uy = +
n-Kanal IG-FET U2~ Us = Ug =+ @
Anreicherungstyp Uy = Uy = U, =+
p-Kanal IG-FET |8 = Us = Us = - @
Anreicherungstyp Ug = Uy = Ug =
n-Kanal Dual-Gate |Ug = Ug = Ug =+
IG-FET
(Verarmungstyp) Ust = Ust = Ust = -




